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Information 

SF 816, SF 817, SF 818, SF 819 pnp 
SF 826, SF 827, SF 828, SF 829 npn 
Silizium-Hochfrequenztransistoren für Breitbandverstärker und mittelschnelle 

Schalter. 

Technische Daten 

Bauform: 81 
Masse: s<1g 
Gehäuse: 3-poliges SOT-54-Plastgehäuse 

Anschlußbelegung: 

1—Kollektor 
2-—Basis 
3 — Emitter 



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich: 

SF816,817, 818, 819 SF 826,827, 828, 829 

Ucso —20 —30 —60 —80 33 66 100 120 V 
Uceo —20 —30 —60 —80 20 30 60 80 V 
e —500 500 mA 
lcm —1000 1000 mA 
IB 250 —250 mA 
Pmt*) 

(für 0,=25 °C) 735 735 mMW 
Öi 150 150 %C 
Rınja®) 170 170 K/W 
d —40 ... +125 —40 ... +125 SC 

*) Prot=735 MW und Rıyja= 170 K/W gilt, wenn der Transistor mit max. 5 mm langen 

Anschlußdrähten auf einer Leiterplatte mit einer Kupferfläche von Ac.=0,1 cm? für 

den Kollektoranschluß angeordnet ist.



Statische Kennwerte (0,=25 °C—5 K): 

/\cso/  SF816 (bei—-Ucg=20 V) 
SF817 (bei —Ucg=30 V) 

) 
) 

SF818 (bel-Ucs=60V) : ) 51004 
SF819 (bei-Ucg=80V) : ) 

SF826 (beiUcs= 33V) : ) 
SF827 (beiUcs= 66V) : 
SF828 (beiUcs=100V) ; ) 5100nA 
SF829 (beiUcs=100V) : < 60nA 

(bei Uca=120V) : <1000nA 

/le8o/ SF816...SF819 (bei-Ug=5V) : ) <1uA 
SF826...SF829 (bei-Ug=7V) : ) * 

/Ugerceo/ (bei /lc/=10 mA) 
SF816,SF826 : >20V 
SF817,SF827 : >30V 
SF818,SF828 : >60V 
SF819,SF829 : >80V 

/Ucesa/ (bei /lc/=150 mA, /ls/=15 mA) : <0,5V 

hz1e (bei /Ucg/=2 V, /Ic/=50 mA) 

Selektionsklasse 
AÄ © 1885 

B %© 2871 

C : 56...140 

D : 112280 

E : 224... 560 

Dynamische Kennwerte (0,=25 °C—5 K): 

fr (bei /Ucg/=10 V, /Ic/=10 mA, f=15 MHz : =60MHz



Wärmewiderstand der SOT-54-Gehäuse (SF 826, SF 816) in Abhängigkeit des Abstan- 

des Gehäuse-Platine (a) und der Kupferfläche am Kollektoranschluß (Acy). 
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